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内容概要

　　《专用集成电路设计基础教程》循序渐进地介绍了集成电路的基本知识和设计方法。
全书共分8章，主要包括专用集成电路概述、集成电路的基本制造工艺及版图设计、器件的物理基础
及其SPICE模型、数字集成电路设计技术、模拟集成电路设计技术、专用集成电路设计方法、专用集
成电路测试与可测性设计以及专用集成电路计算机辅助设计简介等内容。
　　《21世纪高等学校电子信息类规划教材：专用集成电路设计基础教程》可作为高等院校通信工程
、电子信息工程、电子科学与技术、测控技术与仪器、计算机技术以及自动化等专业高年级本科生或
研究生的教材，也可供有关科技人员参考。
　　《21世纪高等学校电子信息类规划教材：专用集成电路设计基础教程》若与西安电子科技大学出
版社同时出版的《专用集成电路设计实践》一书配套使用，效果更好。
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章节摘录

　　第1章　专用集成电路概述　　1.1　集成电路的发展　　1．集成电路的发明　　集成电路
（Integrated Circuit，IC）指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容
等无源器件，按照一定的电路互连，“集成”在一块半导体单晶片（如硅或砷化镓）上并封装在一个
外壳内，可执行特定电路或系统功能。
　　1959年2月，美国德州仪器公司的杰克？
基尔比（Jack Kilby）在锗（Ge）衬底上形成台面双极型晶体管和电阻，再用超声波焊接将这些元器件
用金属导线连接起来形成小型电子电路，并申请了专利（1964年获得美国专利）。
严格地说这是一种混合集成电路，而不是一种布线和元器件同时形成的单片集成电路。
但是这一发明为后来集成电路的飞速发展奠定了基础。
　　2．集成电路的发展及未来　　1）集成电路的发展　　最早的Ic使用双极型工艺，多数的逻辑Ic
使用晶体管—晶体管逻辑（Transistor-Transistor Logic，TTL）或发射极耦合逻辑（Emitter-Coupled
Logic，ECL）。
虽然金属—氧化物—硅（Metal-Oxide—Silicon，MOS）晶体管的发明早于双极型晶体管，但氧化物界
面的质量问题使得最初的M（）s晶体管很难制造。
随着上述问题的逐步解决，20世纪70年代出现了金属栅N沟道M0s（NMOS）工艺。
当时的MoS工艺只需要较少的掩膜步骤，而且与功能相当的双极型IC相比，M0s IC的密度大、功耗小
。
这表明当性能一定时，采用MOs IC比采用双极型IC更便宜，由此导致了对MoS IC的投资以及市场的增
长。
　　20世纪80年代初，晶体管中的铝栅被多晶硅栅替代，但仍保留了MOS管的名称。
多晶硅作为栅材料的引入使得在同一IC上很容易制造N沟道MoS和P沟道M0s两种类型的晶体管，这就
是CMOs技术，即互补型MoS（（20mplementary M0s，CMOs）工艺技术的主要改进。
CM0s与NMoS相比，其主要优点是功耗较低，且多晶硅栅的生产工艺更为简单，便于器件尺寸按比例
缩小。
　　⋯⋯
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